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摘要(译)

通过在基板上形成缓冲层的步骤制造用于液晶显示装置的阵列基板;在缓
冲层上形成多晶硅有源层，所述有源层具有岛状;在缓冲层上形成栅极绝
缘层以覆盖多晶硅有源层;在栅极绝缘层上形成第一金属层;在第一金属层
上形成第二金属层;图案化第一和第二金属层以形成栅电极，栅极线和栅
极短路棒;在多晶硅有源层的两侧形成源极接触区和漏极接触区;在栅极绝
缘层上形成层间绝缘体，以覆盖图案化的第一和第二金属层;图案层间绝
缘体和栅极绝缘层，以形成到源极接触区域的第一接触孔和到漏极接触
区域的第二接触孔，在栅极短路棒上图案化层间绝缘体的一部分以形成
蚀刻孔，消除蚀刻孔下方的第一层栅极绝缘层的一部分，并在蚀刻孔下
方的第二层栅极绝缘层中形成桥接部分;在栅极绝缘层和桥接部分上形成
第三金属层;图案化第三金属层以形成源电极和漏电极，并在图案化第三
金属层时去除桥接部分;在层间绝缘体上和图案化的第三金属上形成钝化
层层。
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